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 BGaN は B 原子が大きな中性子捕獲断面積を持つことから、中性子検出材料としての利用が

可能である。このような材料特性に注目し、我々は BGaN を用いた中性子半導体検出器の開発

を行っている[1]。しかしながら、B原子の原子半径は 55 pm と Ga原子(135 pm)に比べて非常

に小さいため、B 組成が高く結晶性の良い BGaN の結晶成長が困難である。また、有機金属気

相成長(MOVPE)法を用いた BGaN成長では、B原子の表面反応について十分な理解が得られて

おらず、B組成の向上には表面反応メカニズムの解明が必要である。本研究では、各成長条件で

作製した BGaNの諸特性の評価を行い、BGaN成長メカニズムについて検討を行った。 

 本研究では、MOVPE法を用いて BGaN成長を行った。III族原料の前駆体には TMGa、TEB、

V族原料の前駆体には NH3を用いた。c面 Al2O3基板上に GaNを成長させた後、成長温度、成

長圧力、原料ガス流量を変化させて BGaNを成長させた。 

 各成長温度で成長させた BGaNの 2θ-ω測定の結果を図 1に示す。図 1より 970℃、1000℃、

1050℃で成長させた BGaN の B 組成はそれぞれ 0.51%、1.19%、1.04%であり、成長温度が

970℃である BGaNが最も低い値となった。これは成長温度が低下したことにより NH3分解量

が低下し、BGaN成長で必要となる十分な NH3分解量が得られなかったことが要因であると考

えられる。1000℃と 1050℃のBGaN成長においては高温にすることによりB組成が減少した。

B および Ga 原料は十分に分解しており、拡散律速段階であるため成長温度による B 取り込み

量の減少には B 原子による阻害効果などが関係していると考えられる。これまでにも、BGaN

成長においては GaN 成長に B 原料を添加することによって成長レートが減少することを報告

しており[2]、高温雰囲気下において B 原子による成長阻害の影響が大きくなっている可能性が

考えられる。また、高温成長時において NH3供給量の依存性についても評価を行ったところ、

B 組成に対して大きな影響を及ぼしていることが確認できた。過剰な NH3供給により表面に形

成される BN の状態が変化している可能性がある。これらの結果より、BGaN 成長においては

表面における BNの状態が非常に重要であることがわかった。 
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図 1：各成長温度で成長させた BGaNの 2θ-ω測定 
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